ISkaitinim y nulemtos radiaciniy defekty transformacijos elektronais, protonais ir pionais
apsvitintuose Si dariniuose
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Silicio pagrindu pagaminti dalglidetektoriai, pléiai
taikomi auk3tjy energijj bei branduoligs fizikos
eksperimentuose. Tau aukdtjy energij jvairiy tipy
spinduliuoé, sveikaudama su medZiaga sukuria
defektus, kurie nulemia skirtingos aktyvacijos ejijes
lygmenis draustini energijy tarpe, darafius jtaks
pagamint; prietais; funkcinems charakteristikoms [1].
Sekiis lygmenys keaia efektii legiranty tank.
Vidutinio gylio lygmenys veikia kaip pagavimo cesitr
mazinantys kivio surinkimo efektyvurg. Gilas
lygmenys nulemia nuékio srows iSauging, kuri yra ir
triukSmy Saltinis. Todl, siekiant pagaminti kokybiSkus
ir radiacijai atsparius prietaisus, prognozuotiett&driy
charakteristiy  kaity jiems veikiant radiaciss
spinduliuotés aplinkoje, padidinti detektayitarnavimo
laikag bei atstatyti spinduliués paveiky senson
funkcines charakteristikas, labai svarbu charakteti
iSeities bei apSvitintas medZiagas, identifikuojant
defektus ir priemaiSas béiertinant jj koncentracijas.
Spinduliudgiy sensomp  funkciniy  charakteristily
atstatymui gali bti pasitelktos terminio iSkaitinimo
procediros [2], nulemiadios Zaling; radiaciniy defekty
transformacijas. T#au, siekiant iSvystyti iSkaitinimo
procediry technologijas, @itina istirti ir suprasti terminj
poveikiy nulemy radiacini; defekty evoliucija.

Siame darbe buvo itirivairiais elektron (6 MeV),
protony; (24 GeV/c) bei pion (300 MeV/c) jtékiais
apsvitinti ir iSkaitinti (80-280C temperaditry intervale)
Ciochralskio (CZ) ir zoninio lydymo (FZ) technologg
n- ir p-laidumo tipo Si dariniai. Tyrimams buvo pakti
giliyjy lygmeny nenuostoviosios spektroskopijos (Deep
Level Transient Spectroscopy — DLTS) [3] bei piitip
trukmiy  temperairiniy  kitimy  spektroskopijos
(Temperature Dependent Trapping Lifetime - TDTL) [4
metodai. DLTS eksperimentams buvo suformuoti
Schottky diodai ant chemisSkai ¢slinto Si pavirSiaus
uzgarinant 30 nm storio Au sluoksnius. 100 nm etblii
sluoksnis buvo uzgarinamas ant prieSingo Si pltsSte
pavirSiaus ominio kontakto sudarymui. TDTL metodas
buvo pasitelktas siekiant iSvengti kontaktetobulumo
efekyy. TDTL metodas ypaefektyvus dideli ap3vity
itéekiy atveju, kai radiacini defekyy tankis yra artimas
arba virSija legirant tank.

Pasitelkiant iSmatugt DLTS (1 pav.) ir TDTL
spekty analiz buvo identifikuoti dominuojantys
radiaciniai defektajvairiais elektron ir hadrom jtékiais
apSvitintuose, skirtingos technologijos Si dariseo
Buvo istirtos iSkaitinimp nulemtos radiacini defekty
transformacijos beijvertinti defekt; koncentracij

kitimai. Budingas DLTS spekir kitimas, varijuojant
iSkaitinimo temperdira bei elektron ap$vitositekj 10

- 5x10% ef/cnf intervale, yra iliustruojamas 1 pav.
Nesunku pasteli, kad radiaciny defeki tankis auga
didinant ap3vitosijtékj, o iSkaitinimas lemia giljy
centny transformavimsi j seklesnes gaudykles.
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280°C temperafoje.

PraneSime bus apibendrinti radiaginidefekty
identifikavimo ypatumai, defelgtevoliucija po apSvitos
ir iSkaitinimy, bei gaudyklj tankio kitimai nuo ap3vitos
itéekio ir iSkaitinimo temperdatros. Bus aptarta i
defeky jtaka detektorj funkciniy charakteristil
degradacijai ir nuékiy sroviy formavimuisi.

Reik8miniai ZodZiai: Si, radiaciniai defektai, dale
detektoriai, defelgt spektroskopija.
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